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Zainteresowanie wytwarzaniem | badaniem krzemku palladu Pd,SI wynika z faktu, ze zwigzek ten charakteryzuje sie dobrym
przewodnictwem elektrycznym | wysokg twardoscig. Stwarza to szerokie mozliwosci jego zastosowania w elektronice w postaci elektrod,
potgczen lokalnych lub elementow sensorowych 1 pomiarowych w urzadzeniach elektronicznych. Krzemek palladu w postaci nanoigty
moze rowniez znalezC zastosowanie jako koncowka pomiarowa w w mikroskopii skaningowe] SPM.

/Krzemek palladu w postaci nanoigiet otrzymano\

W procesie dwustopniowym:

* etap | = PVD proces

W procesie PVD na krzemowe poditoze naparowywany jest z
dwoch odrebnych zrodet fulleren Cg, | octan palladu. Proces
napylania warstw prowadzony jest w specjalne] komorze
prézniowej w warunkach dynamicznej prézni ~2:10° mbara.
Otrzymane tak warstwy nanokompozytowe C-Pd zawierajg
nanoziarna Pd o srednicach 2 -10 nm (Rys.2).

» etap Il = CVD proces

Warstwy z procesu PVD modyfikowane sg metodg CVD przy
zastosowaniu ksylenu CgH,, Jako dodatkowego zrodfa wegla.
Proces prowadzono w reaktorze kwarcowym o dwoch strefach
grzania w cisnieniu atmosferycznym | w przeptywie argonu. W
strefie o nizsze) temp. (180°C) ksylen ulega odparowaniu, a
nastepnie w postaci par transportowany jest przez argon do
strefy drugie] — reakcyjne] o temp. 650°C, w ktorej znajdujg sie
warstwy z etapu I. W wyniku temperatury procesu CVD
nanokrystality Pd dyfundujg zarowno na powierzchnie warstw,
jak I w kierunku podtoza I ulegajg aglomeracji tworzac ziarna o
srednicach rzedu 80-150nm. Ziarna Pd osadzone na
powierzchni Si reagujg z podtozem tworzac poczgtkowo wyspy
uktadu Pd-Si z ktorych wyrastajg nanoigty o stechiometril

Rys.7 a) Obraz SEM przetomu warstwy z zaznaczonymi punktami, dla ktérych
prowadzono analize EDX, b) zbiorcze widma rentgenowskie dla wyznaczonych
punktow 1-4
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» Krzemek palladu w postaci nanoigiet mozna wytworzy¢ metoda
dwustopniowg przy wykorzystaniu technik PVD/CVD.

» Aby zainicjowac wzrost krzemku palladu w postaci nanoigiet musi
istnieC bezposredni kontakt ziaren Pd z powierzchnig podtoza Si.

» (GestosC upakowania nanoigiet Pd,SI, ich srednica 1 dtugosc
zalezg od temperatury procesu CVD.

braz AFM warstwy C-Pd po
procesie CVD z nanoigtami Pd,Si na powierzchni
warstwy
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2 Rys.5 a) Obraz SE
postaci skupisk na powierzchni warstwy

M b) obraz AFM nanoigiet Pd,Si w

Rys.8 Obrazy AFM nanoigiet Pd,Si
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Rys.2 Obraz TEM warstwy C-Pd a) w ciemnym polu,
b) wysokorozdzielczy obraz pojedynczego
nanokrystalitu Pd, c) elektronogram, d) histogram
wielkosci nanokrystalitow Pd
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Rys.4 Obraz TEM pojedynczej nanoigty
Pd,Si w a) jasnym polu i b) elektronogram o
Kierunku osi pasa [138]
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Rys.6 Obraz TEM nanoigty Pd,Si a) w jasnym
polu, b) wysokorozdzielczy obraz w jasnym polu
Z zaznaczong odlegtoscig miedzyptaszczyznowg
w kierunku <100>
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\> Nanoigty krzemku palladu krystalizujg w uktadzie heksagonalnym/
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Rys.9 Analiza profilowa nanoigiet Pd,Si
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